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摘要(译)

提供了一种图形化有机薄膜的方法，其能够防止有机半导体层的表面损
伤。此外，提供了一种能够减小截止电流并能防止有机半导体层的表面
损伤的有机薄膜晶体管和制造该有机薄膜晶体管的方法，以及具有该有
机薄膜晶体管的有机电致发光显示装置。图形化有机薄膜的该方法包括
在衬底上形成该有机薄膜；选择性地将掩模材料印制在该有机薄膜的一
部分上；利用掩模材料干法刻蚀该有机薄膜的暴露部分；以及除去掩模
材料。
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